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Заключение

Список литературы

Введение

Диссертационная работа посвящена вакуумно-плазменному травлению (ВПТ) сегнетоэлектрических пленок цирконата-титаната свинца (ЦТС) в режимах реактивно-ионного (РИТ) и ионно-лучевого травления (ИЛТ) при различных параметрах процессов и реакционных смесях газов. Особое внимание уделено изучению влияния процессов ВПТ на морфологию поверхности и электрические свойства сегнетоэлектрических пленок. Разработана модифицированная методика послойного препарирования интегральных схем (ИС) с сегнетоэлектрическими гетероструктурами в рамках технологии анализа отказов. На основе проведенного исследования конструкторско-технологических особенностей (КТО) современных коммерчески доступных образцов сегнетоэлектрических запоминающих устройств (СЗУ) дан анализ текущего состояния и перспектив развития данной технологии.
8

4

